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OSHIBA Laser Dioden

zeugen roles, sichtbares Licht mit Wellenldngen von 685, 670, 660, 650 und demnéchst 635 nm. Die sichtbaren Laser-Dioden von
JSHIBA sind aus dem Kristall-Material InGaAlP hergestellt und haben viele Vorteile gegentiber HeNe-Gas-Lasern:

xompakter und leichter
sehr einfache Ansteuerung

keine Hochspannung erforderlich
robust gegen mechan. Beanspruchung

1d gegenuber Infrarot-Laserdioden:

hoherer Kontrast

Keine zusatzliche Lichtquelle mehr erforderlich

tarbige Bar Codes sind auch lesbar

hohere Speicherdichte auf optischen Discs
hohere Oruckgeschwindigkeiten in Laser-Druckern erreichbar
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Lasing Optical Treshold Operation , ; Operan
Type Structure Wavelength |OQutput Power | Current Current Bead Divergence Astigmatism Case
(nm) (mW) (mA) (mA) Pag4ilel Perpendicular {(xm) Termpara
Symbol / ;
Ag(typ.) Po lin(typ.) lop(typ.) 8| el ag T:
P
TOLD9200S Gain 670 3 70 75 7 7 34° 40
TOLD9201S Guided 670 5 70 80" 10° 34.5° LN T
TOLD9211S 670 5 40 /50 8° 31° 1 )
TOLD9211SM 670 5 40 /50 g 30° 1
U TOLD9111S 680 5 40 50 8° ar° 13 [ -10° ¢
U | TOLD9410S Index 650 3 70 80 7° 35° 10 [ =10¢ ¢
U TOLD9412S Guided 650 3 70 80 7 35° 10 ]
TOLD92158 670 10 35 45 8° 28° 1 g
U TOLD9140S | 685 20 Z 40 60 8° 23° 8
EU TOLD91508 1 690 30 40 60 8 23° 8
5 -Type: Standard-Austihrung: (2 9.0 mm, Pin-LAngen: 6.5 mm T
SM-Type Minialur-Austihrung: @ 5.6 mm, Pin-Ldngen: 6.5 mm
IN-Belegung 1 a 3 Vorsicht! Elektrostatische Entladung!
Laser-Diode Kathode ? @ Ohne entsprechende Erdung niemals eine Laser
; diode berlihren.
. Laser-Diode Anode und Y i @ Beim Lbt B T —
Photo-Diode Kathode s hY eim Léten muB genauestens auf ei ungs

. Photo-Dicde Anode

«nwendungsbeispiele:

ar-Code-Lesegerate (Registrierkassen)

btasteinrichtungen (Industrie, Biro)
Iptische Kommunikationssysteme,

)ptische Messgeréte, Medizin,
aser-Drucker, Disc, CD ROM,
liskotheken (Lasershow)
livellierwaagen (Bau-Laser)
ielfernrohre

aserpointer

Laser,
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freien Arbeitsplatz geachtet werden.

@ Kaein Einsatz einer Laserdiode ohne entsprecher
Kihlkérper (in Entwicklungsphase Uberdimensio
nieren).

@® Opt. Leistungsmesser flr opt. Ausgangsleistung
kontrolle erforderlich (automatische Leistungskol
trolle).

echnische Daten und Beschaltungsvorschldge im Product Guide LASER-DIODE, Bestsll-Nr. 3626C






